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１．概要（Summary） 

GaN 系ヘテロ接合電界効果トランジスタ（GaN 
HFET）は高周波パワースイッチング素子として有望視さ

れているが、閾値電圧を精密に制御する技術が未確立で

あり作製プロセスの開発が望まれている。本研究では、素

子間の分離に ICPエッチング、ゲート部のリセス加工に光

電気化学（PEC）エッチングを用いて、GaN 系 HFET の

ノーマリーオフ動作（閾値電圧＞０V）を実現した。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
ICP 高密度プラズマエッチング装置 
【実験方法】 

AlGaN (28.4 nm)/GaN ヘテロ構造に対し、はじめに

PEC エッチングによりゲート電極部にリセス加工を施し、

次に ICPエッチングにより素子と素子の間を深さ約50nm
エッチングした。ICP 条件は（ICP power:150W, RF 
power: 30W, BCl3/Cl2 = 3/4 sccm で約 100 nm/min）。
最後に、ソース-ドレイン電極とゲート電極を形成した。 

 
Fig. 1 Schematic diagram of GaN-based HFET 
device process-flow. 

Fig. 1(a) に示されるように、PEC エッチングは上層の

AlGaN 層の途中で停止させ（GaN 層には到達しない）、

HFET の閾値電圧を制御する目的で実施した。ICP エッ

チングは、Fig. 1(c)に示されるように、隣り合った HFET
同士を電気的に絶縁するために、GaN 層まで十分に到

達するまで実施した。これにより、同一基板上に作製したリ

セスゲート HFETとプレーナゲートHFETの電気的特性

を比較した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

ICPエッチングの素子間分離により、隣接した素子間で

リーク電流が発生しないことがわかった。また、PECエッチ

ングによるリセス加工により、HFET の閾値電圧は正側に

シフトし、ゲート電圧０V でドレイン電流がオフとなる「ノー

マリーオフ動作」が達成された。その閾値電圧の面内ばら

つきは、従来素子と比べて 10 分の１以下に抑制できた。 
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